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Datum:
Hjalpmedel:

Betygsgranser:

Allman info:

Fragor:

Examinator:

Fredag 24e augusti, 2012, férmiddag
Kursbok, valfri minirdknare eller laptop, slides fran
forelasningar samt allt annat material som har delats ut

under kursen via kurshemsidan, egna
minnesanteckningar ar ocksa oke;j.
For godkant kravs 8p.

Betyg pa kursen baseras pa poang fran bade tenta och
projekt enligt modell i kurs-pm

Tentan utgors av fem uppgifter om vardera fyra poang.
Uppgifterna bestar av deluppgifter (a, b, ¢, ...). Om
foregdende deluppgift ej har losts sa godtas antagna
varden nodvandiga for att 16sa nastkommande uppgift
under fOrutsattning att dessa varden ar fysikaliskt
rimliga.

Om ni har fragor pa nagon uppgift sa hanvisas till
telefonnummer nedan

Dan Kuylenstierna, tel:031 772 17 98

1. Tvaporten nedan kan anvandas som impedanstransformator

X

Zp=25Q

o—{ 1
m B Zo=75Q

a) Bestam reaktansen X och susceptansen B
b) Vilka L och C skall véljas for att realisera ovan beréknade X och B vid frekvensen

2.4 GHz

c) Ta fram tvaportens spridningsparametrar relaterade till 50Q

(4p)



2. En mikrovagstransistor har vid frekvensen 2.4 GHz i ett 50Q ledningssystem
spridningsmatrisen
5] 0.68/-180" 0.012.45°
3.12135  0.59/-45

a) Kontrollera stabilitet och berékna forstarkningen utan anpassningsnét
b) Berakna Forstarkningen om ingang och utgang konjugatmatchas?
c) Designa ingangs- och utgangsmatchningsnat som uppfyller konjugatvilkoret,
d) Uppskatta felet som erh6lls med unilateral rakning?
Unilateral rékning godtas och alla ledningslangder kan anges i vaglangd
(4p)

3. Transistorn i ovanstaende exempel skall biaseras pa kollektorn. For detta anvands

biaseringsnatet nedan
Cjord

o,

Vcec

a) Transistorn med dess biasering ska implementeras pa ett kretskortslaminat i
teflon. Det star dig fritt att vélja tjocklek (t) och permittivitet (&) for detta laminat.
Foresla lampliga och rimliga varden pa t och &

b) For foreslagna t och & bestam lamplig langd (I) och bredd (w) for
biaseringsledningen sa att den isolerar transistorn fran spanningsagregatet vid
frekvensen 2.4GHz

c¢) Vad blir inimpedansen, sett fran kollektorn pa transistorn vid frekvensen 4 GHz

(4p)
4. En InGaP/GaAs HBT i common-emitter konfiguration har vid 3 GHz S-parametrarna

[S]— 0.82£-146°  0.1145°
5.81,102° 0.50£-125°

a) Visa att denna komponent kan anvandas for design av en oscillator

b) Foresla termineringsnat for Kollektorn

C) Designa lastnat s& att oscillation erhlls vid 3GHz

d) vad ar den hdgsta resistans som kan accepteras i lastnatet utan att oscillationen
upphor, forutsatt att termineringsnatet pa kollektorn antas fritt fran forluster



5. En lagbrusforstarkare skall designas for frekvensen 4 GHz. Att tillga har vi en
transistor med spridningsparametrar

[s]- 0.7£135 0.03£30°
1.9430 0.6£-90°
och brusparametrar Fnin=1.8 dB, I',,, =0.42135 och Ry=20Q

a) Rita ut 2 dB bruscirkel och 3 dB bruscirkel

b) Vilken kallreflektion I's ger hogsta mojliga forstarkning for 2 dB brusfaktor, och
vad blir forstarkningen

c) Designa ett ingangsmatchningsnat som transformerar kéallans inre resistans 50Q
till onskat T's.

d) Foresla ocksa ett matchningsnat for utgangen, motivera valet

e) Berakna lagbrusforstarkarens totala forstarkning, med matchningsnat, och uttryck
svaret i dB

Ledningslangder kan uttryckas i vaglangd

(4p)



